PODSTAWY ELEKTRONIKI — Pytania na egzamin czerwiec 2024

1. Narys. 1 pokazano schemat prostego uktadu z dioda. Narysuj uproszczong charakterystyke diody (aproksymowang
dwu-odcinkowo) uwzgledniajac jej dane i skale wykresu. Zaznacz na niej punkt pracy dla podanych danych, a
nastgpnie pokaz (na wykresie) jak zmienia si¢ ten punkt pracy w wyniku zmian napigcia zasilajacego E (wzrostu i
obnizenia o +/- 1V) oraz dwukrotnego zwigkszenia rezystancji R.

Dane: E=5V,R=10Q, dioda: Upp=0,5V,p=2Q

2. Wyjasnij dlaczego w diodzie potprzewodnikowej ptynie prad wsteczny.

3. Na rys.3 pokazano schemat prostego uktadu stabilizacji napiecia z diodg Zenera. Narysuj charakterystyke diody

(uproszczong — dwuodcinkowg) 1 na jej podstawie opisz dzialanie stabilizujagce diody przy zmianach napigcia

zasilajagcego AE = -2,5 V i AE= +2,5 V, ilustrujac je graficznie (w odpowiedniej skali) na charakterystyce.

Dane: E=20V,R=200€, dioda:Uz;=10V,rp;=5Q

4. Narysuj charakterystyki tranzystora bipolarnego Ig = f(Ugg) , Ic = f(Ucg) , opisz jego dziatanie i parametry

zlinearyzowanego modelu tranzystora.

5. Narysuj schemat i opisz wlasciwosci wzmacniacza tranzystorowego w uktadzie WE.

6. Narysuj schemat i opisz wlasciwo$ci wzmacniacza tranzystorowego w uktadzie WK (wtoérnik emiterowy).

7. Omow 1 narysuj schemat ustalania punktu pracy przez wymuszenie napi¢cia baza-emiter wzmacniacza
tranzystorowego napigcia zamiennego, pracujgcego w ukladzie WE. Pokaz odpowiednig ilustracje na
charakterystykach tranzystora Ic = f(Ucg).

8. Omow 1 narysuj schemat ustalania punktu pracy przez wymuszenie pradu bazy wzmacniacza tranzystorowego
napigcia zamiennego, pracujacego w uktadzie WE.

9. Narysuj charakterystyki tranzystora polowego ztaczowego z kanatem przewodnictwa typu n (JFET) Ip = f(Ugs) 1 Ip
= f(Ups), opisz jego dzialanie i parametry zlinearyzowanego modelu tranzystora.

10. Narysuj charakterystyki tranzystora polowego z izolowana bramka z kanalem przewodnictwa typu n (MOSFET)
Ip = f(Ugs) 1 Ip = f(Ups), opisz jego dziatanie i parametry zlinearyzowanego modelu tranzystora.

11. Narysuj schemat i opisz wlasciwosci wzmacniacza tranzystorowego w ukladzie WZ - tranzystor JFET lub
MOSFET.

12. Narysuj schemat i opisz wlasciwosci wzmacniacza tranzystorowego w uktadzie WD (wtérnik zréodlowy) -
tranzystor JFET lub MOSFET.

13. Omow 1 narysuj schemat ustalania punktu pracy wzmacniacza tranzystorowego napigcia zamiennego pracujacego
w uktadzie WZ z tranzystorem JFET.

14. Omow 1 narysuj schemat ustalania punktu pracy wzmacniacza tranzystorowego napigcia zamiennego pracujacego
w uktadzie WZ z tranzystorem MOSFET.

15. Tranzystor bipolarny jako zrodlo pradowe; narysuj schemat i wyjasnij dzialania na podstawie charakterystyk
tranzystora przy zmianach rezystancji obcigzajacej zrodto pradowe.

16. Dioda polowa; narysuj schemat i wyjasnij dziatania na podstawie charakterystyk tranzystora przy zmianach
rezystancji obciazajace;.

17. Tranzystor dziatajacy jako klucz (tacznik); narysuj schemat i wyjasnij dziatania na podstawie charakterystyk
tranzystora bipolarnego lub polowego.

18. Wyjasnij czym si¢ rozni klasa A od klasy B wzmacniacza tranzystorowego; narysuj schemat i podaj whasciwosci.
19. Opisz jak dziata i podaj jakie ma cechy charakterystyczne tranzystorowy wzmacniacz roznicowy.
20. Omow wiasciwosci idealnego wzmacniacza operacyjnego.

21. Podstawowy uklad pracy wzmacniacza operacyjnego; narysuj schemat i podaj wzor charakteryzujacy jego
dziatanie.

22. Wzmacniacz odwracajacy znak napigcia zrealizowany z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego; narysuj
schemat i objasnij sposdb i zakres zmian wspotczynnika wzmocnienia napigciowego.

23. Wzmacniacz nie odwracajacy znaku napigcia zrealizowany z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego;
narysuj schemat i objasnij sposob i zakres zmian wspdtczynnika wzmocnienia napigciowego.



24. Sumator zrealizowany z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego; narysuj schemat i objasnij dziatanie
opisane odpowiednim wzorem.

25. Integrator zrealizowany z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego; narysuj schemat i objasnij dziatanie
opisane odpowiednim wzorem.

26. Sposoby ograniczeniem sygnalu wyjsciowego wzmacniacza operacyjnego; narysuj schemat wybranego
ograniczenia i objasnij dzialanie na charakterystyce statycznej wzmacniacza.

27. Komparator zrealizowany z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego; narysuj schemat wybranego
komparatora i objasnij jego dzialanie na charakterystyce statycznej wzmacniacza.

28. Narysuj charakterystyki i objasnij dzialanie fototranzystora.

29. Co to jest transoptor? Narysuj jego schemat i opisz dziatanie.

30. Narysuj przykladowy schemat i opisz jak dziata wylacznik zmierzchowy.

31. Narysuj schemat i opisz dziatanie bramki AND lub OR wykonanej w technologii DTL
32. Narysuj schemat i opisz dziatanie bramki NOT wykonanej w technologii DTL

33. Narysuj schemat i opisz dziatanie bramki AND lub OR wykonanej w technologii MOS
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